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L' invent ion concerne un procede pour la fabrication d'un disposi— 
tif comportant un support isolant transparent muni d'une configuration conductri- 
ce en materiau transparent, ainsi que des dispositifs obtenus par la mise en 
oeuvre d'un tel procede. 

On sait que des supports isolants transparents sur lesquels on a 
5 elabore des electrodes transparentes sont utilises entre autres dans des dispo- 
sitifs de reproduction d'images, appeles egaiement "displays". 

Dans des dispositifs de reproduction d' image par exemple qui 
fonctionnent avec des cristaux liquides qu avec des cellules eiectrolytiques lors 
de l'emploi desquels le passage d'un courant electrique donne lieu a une lu— 
"•0 minescence dans la partie visible du spectre, on utilise des electrodes trans- 
parentes qui souvent sont en oxyde d 1 indium, en oxyde d'etain ou en iodure de 
cuivre. 

Ces electrodes doivent . §tre connectees a. d'autres parties du cir- 
cuit electrique, et a cex ef f et , les extremites de ces electrodes portent gene— 
15 ralement une fiche de liaison. Une autre possibilite consiste en ce que les 
extremites tips slec-trodes deviennent soudables du fait d'cnduire d'une pate 
d'argent chacun des endroits de contact separement. Dans ce cas, les endroits 
de contact doivent etre separes par une distance relat ivement grande, ce qui 
est en relation avec soit les dimensions de la fiche de liaison soit i'ercpe— 
20 chement de court -circuits ce pendant que l'on rend soudables les extremites scu- 
dables et/ou qae l'on procede a leur soudage. 

La presente invention perraet maintenan'i;! 'elaboration de configuration 
de conducteurs transparentes dans lesqueiles tons les endroits de contact sent 
rendus soudables siauitane.7 : ent ; dans le cadre de I 'invention, par 1' expression 
25 "rendre soudables", il y a lieu d'entendre 1 ' elaborat ion d'une couche rr.etaii ique 
sur laquelle il est possible de realiser des liaisons eiectriques a l'aide de 
techniques connues , par exemple des liaisons par soudure, des liaisons par ther- 
mo-compression et a es liaisons par voie uitrasonique. 

Le fait de rendre ces endroits de contact simultanemeni soudables 
30 ne signifie pas seulement une simplification iir.portante du procede permettant 
la fabrication des dispositifs comportant de tellss configurations de conduc- 
teurs, mais offre egaiement la possibilite de grouper lesdits endroits plus 
pres les uns des autres, la distance entre ces endroits pouvant .Tie.T.e etre choi- 
sie tellement petite qu'elie permet par exemple le montage de circuits inte- 
35 gres pour la commands electrique du dispositif de reproduction d' images direc- 
tement sur les endroits de contact soudables. ce montage se faisant par 
exemple par une methode de contact direct. 
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Conformement a 1' invent ion, un procede du genre precise dans le 
preambule est remarquable en ce qu'en guise de couche auxiliaire, on elabore 
sur le support une couche netallique qui comporte au moins un evidement affec- 
tant la forme de la configuration conductrice a reaiiser, aiors que sur cette 
couche auxiliaire ainsi que dans 1 'evidement, or. elabore. une couche conduct ri- 
5 ce trans parent e une partie de la surface de cette couche etant ensuite munie 
d'une couche .-netallique "soudable" tandis qu'en dissolvant select ivement la 
couche auxiliaire, l'on obtient une configuration conductrice dont une partie 
n'est forme e que par une couche transparente alors qu'une autre partie est 
formee par plusieurs couches parmi lesquelles il y a au moins une couche trans- 
0 parente inferieure qui est limitrophe du support, et une couche 'soudable". 

Ce qui est important, e'est l'emploi d'une couche auxiliaire formee 
par un metal. De nombreux metaux sont disponibles sous forme suffisamment rure 
et peuvent §tre elabore s en couche d'une maniere reiat ivement simple,, par exec- 
pie par dep6*t par evaporation, ou par pulverisation cathodique. 
5 Par ailleurs, pour un grand ncmbre de metaux, y compris des alliaces, 

og dispose d'agents decapants selectifs permettant le faco image d'une couche 
continue et/ou i 'eloignement d'une telle couche. Pour faconner la couche conti- 
nue de fagen a lui donner la configuration desiree, on peut utiliser ies couches 
de masquage photolithographiques connues. Apres le decapage, la couche de mas- 
) quage peut §tre elicinee ccmpletemsnt , de sorte que la surface ne porte plus de 
residus organiques dont on sait qu'ils prcvoquent souvent dos probleraes d'adhe- 
rence. 

Lors du depot par evaporation de la couche conductrice devant etre 
fa90nr.ee de fagen a devenir la configuration de conduct eurs desiree, il esx ucs- 
sible d'utiliser sans inconvenient une temperature de substrat plus elevee. A 
cette temperature plus elevee, souvent indispensable pour ameiiorer 1 'adheren- 
ce de la configuration de conducteurs au support, la couche auxiliaire metaliique 
.garde s a forme, est stable ex n'a pratiquement jamais tendance par example a 
fissurer et/ou a devenir cassante. Sn outre, la couche auxiliaire metal lique 
peut gtre eliminee sans problemes egaiement lorsque la couche a ete traitee a 
temperature plus elevee, ce .qui r. 'start ?as le cas des couches de phoxolaque 
dont 1' elimination complete etait souvent difficile dans ies conditions preca- 
sees ci-dessus. 

Par ailleurs, un avantage important du procede conforme a 1* invent ion 
est que ce procede permet une plus .grande iiberte du choix de la temperature 
de substrat au cours de 1 'elaboration de la couche conducxrice devant former 
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plus tard la configuration de conductors. Cette temperature de substrat 
influence forteoeirt 1 'adherence de la configuration au support isolant. 

Lors de la mise en ceuvre du procede confcrme i 1' invent ion, le 
contact .entre la couche conduct rice et le support isolant n'a lieu qu'aux 
endroits ou finalement la configuration de conducteurs est desiree. Less de 
1 'elimination, 1 'adherence de la couche conductrice a la couche auxiliaire 
metallique est sans grande importance, puisque cette elimination n'a pas lieu 
par decapage de la couche conductrice, mais par la dissolution de la couche 
auxiliaire situee sous cette couche conductrice. Lors de 1' elaboration de la 
couche- auxiliaire metallique, le plus souvent, on peut se con-tenter d'une plus 
faible temperature de substrat etant donne que 1 'exigence la plus importante 
que l'on pose a 1 'adherence de la couche auxiliaire a la couche isolante est 

que cette adherence so it suffisar.te pour donner a la couche auxiliaire exac- 
tement la forme de la configuration desiree. 

Bien qu'au moins en grande partie la couche auxiliaire metallique 
soit reconvert e de la couche conductrice, la dissolution de la couche auxiliai- 
peut avoir lieu re lativement rapidement , puisque pour le choix de 1 'agent dissoi- 
vant. il ne faut tenir compte ni de 1 'adherence d'un masque de decapage (photc- 
lithographique) ni du maintien en etat . du degre de sous-decapage, de sorte que 
dans ce cas, il est possible d'utiliser un agent decapant a action rapide, tan- 
dis que par ailleurs, il se forme facilement -on element galvanique du fait que 
les materiaux qui constituent la couche auxiliaire et la couche conductrice 
et qui different 1'un de 1 'autre, mais sont tous les deux conducteurs, sont 
simultanement en contact electrique direct dans 1 'agent dissclvant. Lorsqu'on 
choisit judicieusement ces deiix materiaux, on peut de ce fait accelerer con- 
side rablement la dissolution de la couche auxiliaire. 

Ce m§me effet de dissolution acceleree grace a la formation d'un 
element galvanique peut se prcduire lors du decapage de configurations de con- 
ducteurs forme es par une couche composee. Dans ce cas, le sous-decapage de-la 
couche inferieure est facile, et progress rapidement trop loin, ce qui peut 
conduire a des difficultes serieuses lorsqu'il s 'agit de fines configurations. 
Du fait que genera lenient , ia couche inferieure est recouverte d'une couche 
non transparente, le degre de sous-decapage n'est pas visible, et il est done 
pratiquement impossible de se fder au sous-decapage. La production donne done 
lieu a un dechet important. 

Lors de la mise en oeuvre du procede conforme a 1' invention, le 
fagonnage de la couche conductrice r.'ayant pas lieu par decapage, on n'est pas 
confronts avec les problemes provoques par sous-decapage. 



73 15459 



4 



2182209 



10 see 



15 



20 



25 



Un autre mode de realisation pre fere du procede conforme a 1 'in- 
vention est remarquabie en ce que l'epaisseur de la couche auxiliaire metal- 
lic™, est au moins egale a celle de la couche conductrice. De preference, 
l'epaisrour de la couche auxiliaire est plus grande que celle de la uouche 
conductrice. De cette facon, a l'endroit des bords des evidements de la cou- 
che auxiliaire metallique, la couche conductrice est aussi mince cue possible 
ou est mime interrompue entierement de sorte que 1 'elimination des parties 
superflues de la couche conductrice devient plus facile. 

L a description suivante, en regard des dessins annexes, le tout don- 
ne-i titre d'exemple, fera Men comprendre comment 1 'invention peut St re reali- 
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La figure 1 est une vue en plan d'un support transparent muni d'une 
configuration de conduct eurs realisee par 1 'application de 1' invention. 

L a figure 2 est une coupe transversale qui mcntre la conception 
d'une cellule de reproduction. 

La figure 3 montre une plaquette de verre munie de contre-^lectrodes. 

Ces trois figures sont schematiques. 

General emeirt, le procede pour la fabrication de dispositifs de re- 
production d" images comport e, conformant a 1 'invention, les stades suivante : 

- sur un support transparent, par exemple en verre ou en matiere 
synthetique, on elabore une couche auxiliaire metallique, par exemple en alu- 
minium, dans laqueile est forme le negatif de la configuration de conduct eurs • 
desiree, ce negatif etant obtenu per decapage; 

- sur cette couche conductrice munie de ladite configuration on ela- 
bore une couche conductrice transparent e par exemple en oxyde d'etain, en oxyde 
d' indium ou en iodure de cuivre, cette couche resultant par exemple de i a pro- 
jection d'une solution saline a partir de laqueile est obtenu 1 'oxyde conduc- 
teur correspondant d'une pulverisation cathodique, du depot par evaporation d'un 
metal dans une atmosphere d'oxygene, ou d'un autre procede habituel, 

- sur une partie appartenant a la couche conductrice trans parent e 
et dans laqueile se situent au mcins les endroits des contacts "scudables" de- 
sires, on elabore une couche conductrice forraee par une seule couche metallique 
ou par plusieurs couches metalliques, alors que, dans ce dernier cas , au moins 
la derniere couche, c'est-a-dire la couche superieurc, est forme e par un metal 
qui -par une technique de liaison connue- permet 1= realisation de liaisons P ar 
soudage, par thermo-compression ou par soudage ultrasonique. Une -.eile couche 
qui permet 1 'application de ces techniques de liaison est appelee ci-apres- tout 
s implement couche "soudable". 
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Generalement, une couche intermediate est indispensable entre la couche trans- 
parence et U couche soudable en vue d'obtenir 1 -adherence eonveaable et/ou 
de contrecarrer des reactions chimiqies pert urbat rices ou la formation de liai- 
sons perturbatrices entre les material constituant la couche transparente et 
la couche soudable. Suivaat la technique que 1'on met en oeuvre pour realiser 
la liaison, on peut utiliser par eseraple une couche nickel-chrome, suivie d'une 
couche de nickel, ou d'une couche de chrome, a son tour suivie d'une couche d'or 
Les couches metallises SO nt elaborees par exemple par depSt par evaporation 
ou par' pulverisation cathodique et sont elites par decapage de la oartie 
de couche transparente devantrester decouverte. De preference, l e de- ?t par 
evaporstion ou la pulverisation cathodique se fait par 1 'intermediate d'un 
masque, ^ S il se peu , egaleaent que la partie de couche transparente dsvant 
rester denudes soit blindee d'un masque ou d'une couche de masquage, e labor* 
(e) sur cette partie. Les couches non transparent es de la couche conduct rice 
sont elaborees par e „»pl. f enticement ou en partie, par voie electrochiaique. 

La couche metallique soudable ayant ete elabcree de la sorte, la 
couche au^iliaire est ensuite disooute sous 1'effet d'un trait «nent dans 2 
bain caustique, ce Witemant donnant ci^I+ar-eaent lie, h I 'elimination des 
parties superflues des couches conductrices , de sorte qu 'uniquement l a configu- 
ration de conduct eurs subsiste. 

De cette facon, le support transparent est muni d'une configuration 
dont les conduct eurs sont en partie formes uniquement par de 1'oxyde d'et^ir. 
transparent, 1'oxyde d'indium transparent ou 1'iodure de cuivre transparent," 
une autre partie des conducteurs etant formee par exemple par tro-: S -uches' 
superposees, par exe.ple en oxyde d'etaia, en oxyde d'iadium, ou en iodure de 
cuivre, en nickel-chrone ou en chrome et en nickel ou en or. 

Dans le cas ou, pour etablir les liaisons, 1 -on precede a un soudag. 
la couche superieure de l a configuration de conducteurs etant par sxe.xole en 
nickel, une seule operation perxet de nnznir de soudure tous les endroits da 
contact. Le support est pionge par example au moins partielleaazrt dans un bain 
de soudure liquide. La soudure subsiste alors exclusivement sur l a surface de 
nickel. 

L'epai-.seur de la couche auxiliaire peu, varier dans des Unites 
relatives larges. Une e P aisseur convenable est par exemale 0,1 5/1 eaviron 
Pour contrecarrer des reflexions genantes et pour obtenir de ce fait une trans- 
parence aussi prononcee que possible, 1'epaisseur de la couche transparente est 
de preference egale au quart de 1, longueur d'onde du rayonneaent oui doit oou- 
voir passer. Dans la pratique, des resultats convenables sont obtenus lorcque 
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ladite epaisseur est comprise entre 0,05 ^ 0,15 yu. De preference, 

l'epaisseur de la couche adhesive nickel-chrome est comprise entre environ 
0,1 yu et au maximum environ 0,3 /u, l'epaisseur de la couche de nickel etant 
de preference superieure a environ 0,15 ^ 0* 1 obtient des resultats convena- 
bles lorsque l'epaisseur de la couche de nickel est comprise entre environ 

5 0,15 /u et 0,35 yu. 

De preference, 1 'eliminat ion de la couche d'aluminium a lieu par 
un decapage dans un bain caustique, en particulier un bain de sodium. La 
dissolution de la couche auxiliaire peut etre acceleree lorsque Iccalement, 
par exemple au bord, cette couche auxiliaire reste a decouvert ou si, avant 
le traitement, la couche conductrice est eloignae partiellement a l'aide d'une 
solution caustique. 

De preference, la solution caustique est additionnee d feu oxygenee. 
On a constate que dans ce cas, la qualite des conducteurs est meiileure. On 
suppose que lors du traitement a l'aide d'une solution caustique non addit ionr.ee 

^ d'eau oxygenee, I'oxyde d'etain est dans une certaine mesure convert i en etain 
ou I'oxyde d' indium convert i en indium, cela etant par contre evite par la 
presence d : eau oxygenee. A cez egsrd, . il y a lieu de remarquer que, dans le cas 
ou la couche trans parent e n'est pas e labors e a partir d'une solution (chaude) 

20 mais par exemple par pulverisation cathodique, la couche auxiliaire en aiumi- 

' nium est de preference oxydee dans une certaine mesure du fait qu'elle est chauf- 
fee pendant environ une heure a uhe temperature d'environ 400°C. Le film d'cxyde 
forme de la sorte empeche la reduction de la couche conductrice par 1 'aluminium 
sous- jacent . 

2^ De preference, on limite l'epaisseur de la couche conductrice, e~ 

notamment celle de la couche scudable. L'epaisseur de la couche de nickel est 
par exenrole inferieure a 1/u. et ns depasse de preference pas une valeur compri- 
se entre 0,3 yu et 0,4 /u. De cette facon, on obtient qu'au cours de la disso- 
lution de la couche d'aluminium et/ou apres cette dissolution, la couche d'alu- 

30 minium se rompt encore faciiement sur ies bords des evidements de la couche 

auxiliaire, cu cela est necessaire. Si cela est desirable a 1'egsrd de la tech- 
nique de liaison choisie, ia couche soudable peut etre renforcee davantage 
apres la dissolution de la couche auxiliaire, ce renforcement ayant lieu par 
exemple par une precipitation en 1 'absence de courant. De preference, 1'epais— 

35' seur de la couche de nickel renforcee est comprise entre environ 1 yu et 5 yn. 
Au besoin, il est possible d'elabcrer sur la ccuche de nickel encore uce autre 
couche, par exemple une couche d'or. our une couche de nickel qui est revetue 
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d'une couche d'or doirt I'epaisseur est de 0,1 yu, il st possible par exemple 
de spuder dans flux. 

Quant a 1 'exemple de realisation, un configuration comportant 
neuf chiffres ef representee schematiquement sur la figure 1, est elaboree 
sur une plaquette en pyrex dont I'epaisseur est egale a 2 mm et qui, mesure 
94 mm x 46,5 mm. Chaque chiffre est forme par sept segments 41 a 47 (electro- 
des d'image), la plus petite distance entre deux segments vojsuis etant par 
exemple egale a 50 yu. Par 1 » intermediate d'une etroite piste conductrice, 
(sur la figure 1 les pistes conductrices pour unseul chiffre sont indiquees 
par 48 a 54) chaque segment est raccorde a un contact de soudage. (Sur la 
meme figure 1, pour un seul chiffre, ces contacts de soudage portent les re- 

s - — ^^j.euie ^nxij.xc, j.«b segmeins \.eiec-;roaes d'image,), 

les etroites pistes conductrices, et les contacts de soudage portent sur la 
figure 9, dans cet ordre, les references 62 a 68, 69 a 75 et 76 a 82. 
,15 1)5X18 la configuration prete a l'emploi et donnee en guise d'exera- 

ple, les electrodes d'image soot formees par de l'oxyde d'etain conducteur 
. transparent. Cette matiere constitue egalement les parties des pistes conduo- 
trices, et situees au-dessus de la lime E.F. Par eorrt-r*. I** a^a^^ 
pistes, situees au-dessous de la ligne E-F, ainsi que les contacts de soudage 
20 sont formes par trois couches : sur la couche en oxyde d'etain elaboree sur 
la plaquette se trouve une couche nickel-chrome (epaisseur environ 0,2 ,u) , 
sur cette couche portant a son tour une couche de nickel (epaisseur environ 
0,2 /a). 

Par chaque groupe de trois chiffres la plaquette est munie d'un 
25 jeu de contacts de soudage en vue de la liaison avec les lignes d 'alimentation. 
Sur la figure, des contacts constituant un jeu sont indiques par les referen- 
ces 83 a 88, tandis que les lignes d 'alimentation sont representees par des 
larges pistes sombres. 

Le precede de fabrication comporte les operations suivantes. 

30 La Plaquette en verre est nettoyee et ensuite soumise a une decharge 

pgr lueur. Sous une pression comprise entre 10~ 5 Torr et 10 -6 Torr, on depose 
par evaporation sur la plaquette une couche d'aluminium dont I'epaisseur atteint 
environ 0,25 /u. Une couche de photolaque positive est ensuite elaboree sur 
la couche d'aluminium puis sechee. Par 1' intermediate d'un photomasque posi- 

35 tif, on precede a 1 • irradiat ion de la couche de laque, celle-ci etant ensuite 
durcie par maintien a une temperature de 13C°C pendant dix minutes. Les parties 
exposees de la photolaque sont dissoutes a l'aide d'un agent revelateur. A 
la temperature ambiante, 1 'aluminium libere de la sort est elimine par decapa^ 
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a l'aide d'acid phosphorhydrique dilue. A l'aide d'acetone, on e limine ensuite 
la photolaque. Suivent un rincage a l'eau e-t un sechage a une temperature d'en- 
viron 100°C. La plaquette pyrex est ainsi raunie du ne gat if 'en aluminium cor- 
respondant a la configuration de pistes (conducteurs) a realiser. 

Sur la plaquette dont les dimensions correspondent au rectangle 

^ ABCD sur la figure 1, on recouvre ensuite la partie situee en dehors .du rec- 
tangle GHKL. Ensuite, l'ensemole est chauffe dans un four a une temperature 
d'environ 430°C, et sur l'ensemble, on projette ensuite une solution chaude 
(environ 100°C) de chlorure d'etain (SnCl^) dans l'acetate hutylique 'a raison 
de 20 % de gravimetrique de SnCl^). De cette facon, la partie de plaquette si- 
tuee a l'interieur du rectangle est recouverte d'une couche d'oxyde d'etain 
£lectriquement conducteur transparent. 

Ensuite, la plaquette eBt placee dans une cloche a vide. On masque 
la partie situee en dehors du rectangle GMNL. Sur la partie non masquee, on de- 
pose sous vide par evaporation d'abord une couche nickel-chrome (epaisseur en- 

^ viron 0,2 pi, et ensuite, de la m§me facon, une couche de. nickel (epaisseur en- 
viron 0,2 yTl). 

La plaquette etant sortie de la cloche, on la plonge dans une so- 
lution de potasse caustique 1N qui comporte par exemple en poids 2,5 a 3 > 
d'eau oygenee. Par addition d'eau oxygenee, on contrecarre la reaction de i'o- 

20 3yde d'etain au couxs du decapage, de sorte que l'aluminium peut e"tre eliraine 
plus rapideraent par decapage sous l'effet d'une solution, assez concentrse. 
Du fait que la partie de plaquette situee en dehors du rectangle GHKL n'est pas 
recouverte d'oxyde d'etain, de nickel-chrome ou de nickel, la solution a ccnve- 
nablement acces a la couche d'aluminium, de sorte que celle-ci ainsi que les 

25 couches sur cet aluminium sont eliminees. Apres le decapage, la plaquette est 
rince'e a 1'aau et ensuite secb.ee a la temperature ambiante. 

De la maniere decrite ci-dessus, on a obtenu une configuration de 
chiffres dans laquelle les segments (electrodes) de3 chiffres et les parties de 
pistes conductrices etroites (qui etablissent la liaison entre les segments et 

30 • les- contacts de soudage) situee au-dessus de la ligne E-F sont en oxyde d'etain 
electriquement conducteur transparent, tandis que les parties de pister conduc- 
trices etroites au-dessous de la ligne E-F, et les endroits de' contact sont des 
couches conposees fprmees par des couches successiues en oxyde d'etain electri- 
quement conducteur transparent en nickel-chrom et en nickel. 

jcj D'une fa9on similaire, on peut fabriquer aussi une configuration 

de chiffres dans laquelle les parties des pistes etroites conductrices situe s 
sous la- ligne E-F, et les endroits de contact sont des couches composees fcrmees 
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par des couches succ ssives d'etain transparent electriquemeht condjtcteur, en 
chrome, et en or. Dans ce cas, au lieu de nickel— chrome , on depose par evapo- 
ration du chrome, tandis qu'au lieu du nickel, on depose de la mSme facon de 
l'or. Dans ce cas, l'epaisseur de la couche de chrome est par exemple egale 
a environ 50 nm, l'epaisseur de la couche d'or etant par exemple egale a en- 
viron 30 nm. Apres la dissolution de la couche auxiliaire, on peut elaborer 
sur la couche d'or, par exemple en l'absence de courant , une couche de nickel 
dont l'epaisseur est comprise entre par exemple 1 yu et 5^* 

Par soudage par immersion, il est possible d'etamer simultanement 
tous les endroits de contact, 1 'immersion de la plaquette ayant lieu de facon 
que tous les contacts soient munis de soudure ; a cet ef f et , on utilise par 
exemple un bain de soudure contenant en poids 95 >= de plcmb et 5 % d'etain, 
a une temperature d'environ 350°C. 

Apres avoir elabore la scudure sur les endroits de contact, cn peut 
fixer sur ces endroits des circuits integres appeles a commander les segments 
(les electrodes d'image). A ces circuits integres, on peut par exemple incorpo- 
rer des circuits a i : aide desqueis des elements d ' informat ion qui deviennent 
disponibles suivant le code binaire, sont convert is en signaux pouvant etre 
fournis auxc electrodes d'image afin de visualiser ainsi 1 ' informat ion dans les 
configurations de chiffres. Les endroits de contact meme des circuits integres 
c'est-a-dire des endroits de contact du corps semiconducteur de ces circuits, 
sont par exemple formes par ie type de connecieur (que l'on appelle "bump" ou 
"beam lead"). Ceux-ci peuvent etre connectes directetaent aux endroits de contact 
sur le support isolant. Lorsqu'on utilise des circuits integres equipes de 
"beam leads" qui le plis souvent sont en or, on peut elaborer sur la couche de 
chrome (epaisseur 50 nm) une couche d'or de plus forte epaisseur (par exemple 
1 yu), tandis qu'apres la dissolution de la couche auxilaire, il est possible 
aussi de renforoer la couche d'or de facon que son epaisseur totale soit com- 
prise entre lyu e± 10 ^u. Sur cette couche d'or renforoee, on peut fixer les 
"beam leads" (precedemment de finis) par thermo-compression. 

Les configurations de chiffres obtenuBS par la mise en oeuvre du 
procede conforme a 1' invention constituent un nouveau type, de meme que les 
dispositifs de reproduction d' images realises a I'aide de ces configurations. 
^ C'est pourquoi 1 'invention concerne egalement des supports isolants transpa- 
rents munis de configurations de chiffres a 1' invent ion, dont les segments 
(electrodes d'image) sont transparentes et elect riquement conducteurs , dont, 
les parties de pistes conductrices etroites qui relient les segments aux: con-ac* 
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de soudage sont egalement formees par une couche electriquement conductrice 
trans pare rite, et dont les contacts de soudage " eventuellement certaines 
parties desdites pistes conductrices etroites, limitrophes des contadts de 
soudage, sont formees par une couche transparente electriquement conductrice 
une couche nickel-chrome et une couche de nickel, ou par une couche transpa- 
rente electriquement conductrice, une couche de chrome, et une couche d'or. 

L' invent ion concerne egalement des dispcsitifs de reproduction 
d'images fabriques a. 1 'aide de ce genre de supports munis de ccnf igurations 
de chiffres confor.-es a 1' invention. 

La conception d'une cellule de reproduction d'images est visible sur 
la figure 2 qui constitue une coupe transversale de la cellule. Sur cette fi- 
gure 2, les nomhres 91 et 92 indiquenfc des plaquettes paraileles en pyrex 
(epaisseur de 2 .-am), le nombre 93 une couche reflechissante en aluminium, et 
les nombres 94 et 95 & es pieces d ' e cart ement qui sont formees par des raorceaux 
de verre ou des morceaux en matiere synthetique isolante qui ont une epaisseur 
determine?; et rnji nnivent etablir "ui 4cart.6-r.6nt ^det ermine entre les electrodes 
96, 97 et 98. Dans' le mSme but, on peut utiliser egalement une feuille en 
matiere synthetique. Les segments (electrodes d'image) d'un chiffre portent 
les references 96 et 97 1 tandis qu ; une contre— electrode porte la reference ?S. 
Ce dispositif fonctionne avecdes cristaux liquides nematiques 99 » 

Sur la figure 3, on a represents une plaquette de verre nrunie des 
contre-electrcdes des chiffres. Chaque contre— electrode (les electrodes portent 
les references 101 a 109) correspond en forme et en dimensions a un chiffre 
forme par sept segments (sur la figure 1 , voir par exemple les segments 41 
a 47 )• Chaque contre— electrode est formee par une couche conductrice transpa- 
rente par exemple en oxyde d'etain, en oxyde d' indium cu en iodure de cuivre. 
A l'aide d'une piste conductrice egalement en oxyde d'etain transparent elecxri- 
quement conduct eur, en oxyde d 1 indium ou en iodure de cuivre, chaque cont re- 
electrode est connectee a un contact comnrun 110. La contre— electrode 101 par 
exemple est connectee au contact 110 par la piste conductrice 111. II est pos- 
sible d'utiliser des contre^electrodes reflechissantes; qui, dans ce cas, sont 
par exemple en aluminium. 

Bien que 1' invent ion so it decrite a l'aide de formes de realisation 
et d 'application dlterminees', le technician pcurra en realiser de r.ombreuses 
variantes sans5ortir du cadre de 1' invention. II est en outre possible d'uiiii- 
ser des materiaux autres qje ceux preconises dans cet expose. Pour la couche 
auxiliaire, outre les materiaux aluminium, cuivre et argent deja cites, on 
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peut utiliser aussi les materiaux magnesium, manganese, plomb et indium. 

Dans le cas ou l'epaisseur des pist s conductrices est -telle que 
leur rupture sur les bords des evidements se fait un peu plus diff icilement 
qu'on l'avait escompte, on peut faconner a l'aide d'un autre masque, la (les) 
^ couche (s) superieure^) de la couche conductrice sur la totalite de leur epais— 
seur ou sur une partie de celle— ci. Les diverses couches ne doivent pas §tre 
elaborees necessairement par depSt par evaporation ou,par pulverisation catho— 
dique, car on peut proceder aussi par voie electro-chimique ; s'il en est ain— 
si, par precipitation en 1 'absence de courant, on peut par exemple renforcer 
davantage la configuration de conducteurs apres la dissolution de la couche au— 
ziliaire, et/ou elaborer au moins une autre couche en un autre materiau con- 
ducteur. De cette facon, 1 'elaboration de la .couche soudable peut done avoir 
lieu aussi apres qu'a l'aide de la couche auxiliaire et par la dissolution 
de celle— ci, l'on ait forme la configuration de conducteurs desiree. 
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REVENHICATIONS : 

1. Procede pour la fabrication d'ur. dispositif comportant 

un support isolant transparent inuni d'une configuration conductrice en mate- 
riau transparent, caracterise en ce qu'en guise de couche auxiliaire, on 

5 elabore sur le support une couche metallrnie qui comporte au moins un evidement 
affectant la forme de la configuration conductrice a realiser, alors que sur 
cette couche auxilaire ainsi que dans 1 'evidement on elabore une couche con- 
ductrice transparente, une partie de la surface de cette couche etant ensuite 
. munie d'une couche metallique "soudable" tandis-qu'en dissolvant select ivement 

10 l a couche auxiliaire, l'on obtient une configuration conductrice dr .t une par- 
tie n ! est formee que par une couche transparente alors qu'une autre partie est 
forme e par plusieurs couches parmi lesquelles il y a au moins une couche trans- 
parente inferieure qui est limitrophe du support, et une couche "soudable". 

2. Procede selon la revendicat ion 1 caracterise en ce que 
15 l'epaisseur de la couche auxiliaire metallique est au moins egale a celle de 

la somme des epaisseurs des couches conductrices de la configuration devant 
T**a ^l^bcrees sur la couche auxiliaire* 

3. Procede selon l'une des revendicat ions 1 ou 2 , caracterise 
en ce qu'en guise de couche auxiliaire, on elabore vine couche en aluminium, en 

20 cuivre, en argent ou en magnesium. 

4. Procede selon l'une des revendicat ions 1 a 3, caracterise 
en ce qu'en guise de couche conductrice transparente, on elabore une couche 
en oxyde d'etain, en bsyde d 1 indium ou en iodure de cuivre. 

5« Procede selon l'une des revendicat ions 1 a 4 caracterise 

25 en ce qu'en guise de couche soudable, on utilise une couche de nickel, tandis: 
• qu'une couche nickel— chrome est elaboree entre la couche transparente et la- 
dite couche de nickel. 

6. Procede selon l'une des revendicat ions 1 a 4, caracterise 

en ce qu'on utilise une couche d'or , tandis qu'une couche de chrome est elabo— 

30 

ree entre la coucie transparente et ladite couche d'or. 

7« Procede selon l'une des revendicat ions 1 a 6, caracterise 

en ce que la couche auxiliaire munie d'evidements n'est recouverte qu'en partie 
de couches appart e.-iant a la couche conductrice. 

8. Procede selon l'une des revendicat ions 1 a 7» caracterise 

35 en ce qu'on utilise une couche auxiliaire en aluminium, et que cette couche 
est dissoute dans un bain caustique. 

9» Procede selor. la revendicat ion 8, caracterise en ce qu'on 
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elabore une couche auxiliaire en aluminium dont l'epaisseur est comprise en-cre 
0,1 piL et 1 yu. 

10. Procede selon 1 'une des revendicat ions 8 ou 9, caracterise 

en ce que pour la dissolution de la couche auxiliaire en al umin ium, on utilise 
un bain caustique additionne d'eau oxygenee. 

11* Procede selon 1 'une des revendicat ions 5 et 9, caracterise 

en ce qu'on elabore une couche conductrice transparente dont l'epaisseur est 
comprise entre 0,05 jv- et 0,15 yU, une couche nickel-chrome dont l'epaisseur 
attint au maximum 0,3 et une couche de nickel dont l'epaisseur est comprise 
entre 0,15 yu et 0, 35 ^u. 

12. Procede selon l'une des revendicat ions 6 et 9> caracterise 
en ce qu'on elabore une couche conductrice transparente dont l'epaisseur est 
comprise entre 0,05 ^ et 0,15 une couche de chrome dont l'epaisseur est 
comprise entre 0,01 pi et 0,1 ^u, et une couche d'or dont l'epaisseur est com- 
prise entre 0,01 yu et 0,' ^u. 

13. Dispositif obtenu par la mise en oeuvre du precede selon 

— — — ■» — ' w wt* V J- WMW ■ c t fi. « 

14. Support isolant muni d'une conf igurat ion de conduct eurs , 
caracterise en ce quecette conf igurat ion est au mcins constitute localement 
soit par au moins trois couches successives qui, dans l'ordre, sont une couche 
conductrice transparente, une couche nickel-chrome et une couche de nickel, 
3oit par des couches qui, dans l'ordre, sor.t une couche conductrice transpa- 
rente, une couche de chrome et une couche d'or. 

15« Dispositif de reproduction d 1 images co^pcrtant un support 

isolant selon la revendicat ion 14, ce dispositif eta.it caracteriss en cs que 
la configuration de conducteurs forme des configurations de chiffres comportant 
des electrodes d 1 image, des pistes conductrices et des endrcits ce contact, 
lesdites electrodes d' image etant formees ur.iquement par une couche conductrice 
transparente, tandis que les pistes conductrices ferment des liaisons entre les- 
dites electrodes de champ et les endroits de contact et sont formees, au moins 
sur une partie de leur epaisseur, par une couche transparente electrique, alors 
que la configuration de conducteurs est constituee par des couches successives 
au moins a l'endroit ou se situent les contacts.. 

1 6. Dispositif selon la revendicat ion 15, caracterise en ce que 

pour au moins un certain nombre des endroits de contact, la distance entre des 
endroits voisins est inferieure a 500 yu. 

17/ Dispositif selon l'une des revendicat ions 15 cu 16, caracte- 

rise en ce qu'en vue de la commande d'au moins un element d'image du dispositif 

de reproduction d' images, au moins un circuit integre est monte directement 
sur les endroits de contact du support isolant. 
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